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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/48     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/10     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/04     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/16     (2010.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ   33/00     １３０　
   Ｈ０１Ｌ   33/00     １１０　
   Ｈ０１Ｌ   33/00     １６０　

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月7日(2015.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャビティを有しているボディーと、
　前記ボディー上に配置された少なくとも一つの絶縁層と、
　前記絶縁層上に配置され、互いに電気的に分離されている第１及び第２の電極層と、
　前記キャビティの底面に配置され、前記第１及び第２の電極層と電気的に接続している
少なくとも一つの発光素子と、
　前記キャビティに配置された前記発光素子を封止する光透過性樹脂層と、
　前記ボディーの背面において前記発光素子と対面している金属層と、
を備え、
　前記発光素子は、
　基板上に無極性方向に成長しており、且つ第１の導電型の半導体層、活性層及び第２の
導電型の半導体層を有する発光構造物を備える、発光素子パッケージ。
【請求項２】
　前記発光構造物は、ｒ方向の前記基板上に、前記無極性方向であるａ方向に成長してい
る、請求項１に記載の発光素子パッケージ。
【請求項３】
　前記発光構造物は、前記基板の（１１２３）面上に、前記無極性方向であるｍ方向に成
長している、請求項１に記載の発光素子パッケージ。
【請求項４】
　前記金属層の幅が前記発光素子の幅よりも大きくなっている、請求項２または３に記載
の発光素子パッケージ。
【請求項５】
　前記発光素子から発された光が、０．５以上の色純度を有する、請求項４に記載の発光
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素子パッケージ。
【請求項６】
　前記光透過性樹脂層は、複数の燐光物質の少なくとも一つを含む、請求項５に記載の発
光素子パッケージ。
【請求項７】
　前記複数の燐光物質は、
　４８０ｎｍ～５００ｎｍの発光波長を有する第１の燐光物質と、
　５８０ｎｍ～６２０ｎｍの発光波長を有する第２の燐光物質と、を含む、請求項６に記
載の発光素子パッケージ。
【請求項８】
　前記発光素子は、近紫外線波長を有する光を放出する、請求項７に記載の発光素子パッ
ケージ。
【請求項９】
　前記発光素子は、
　前記基板と前記第１の導電型の半導体層との間に前記無極性方向に成長したバッファー
層をさらに備える、請求項１乃至８のいずれかに記載の発光素子パッケージ。
【請求項１０】
　前記バッファー層の転位密度は、１０９乃至１０１０／ｃｍ３である、請求項９に記載
の発光素子パッケージ。
【請求項１１】
　前記光透過性樹脂層は、
　平坦な上部面を有する第１の光透過性樹脂層を備える、請求項１乃至１０のいずれかに
記載の発光素子パッケージ。
【請求項１２】
　前記光透過性樹脂層は、
　前記第１の光透過性樹脂層上に配置され、上部がドーム形態になっている第２の光透過
性樹脂層をさらに備える、請求項１１に記載の発光素子パッケージ。
【請求項１３】
　前記第２の光透過性樹脂層の屈折率は、前記第１の光透過性樹脂層の屈折率以上である
、請求項１２に記載の発光素子パッケージ。
【請求項１４】
　前記絶縁層と前記第１及び第２の電極層は、
　前記キャビティの底面の少なくとも一部、及び前記金属層が配置された前記ボディーの
背面には形成されていない、請求項１乃至１３のいずれかに記載の発光素子パッケージ。
【請求項１５】
　前記ボディーに形成され、前記第１及び第２の電極層と電気的にそれぞれ接続し、不純
物が注入されている第１及び第２の拡散層をさらに備える、請求項１乃至１４のいずれか
に記載の発光素子パッケージ。
【請求項１６】
　前記第１及び第２の拡散層は、前記キャビティを中心に前記ボディーの両側上面にそれ
ぞれ配置されている、請求項１５に記載の発光素子パッケージ。
【請求項１７】
　前記絶縁層と前記第１及び第２の電極層により覆われずに露出された前記ボディーの上
側及び下側にそれぞれ配置された第３及び第４の拡散層の少なくとも一つをさらに備える
、請求項１乃至１６のいずれかに記載の発光素子パッケージ。
【請求項１８】
　前記第３及び第４の拡散層は、前記第１及び第２の電極層と電気的に分離されている、
請求項１７に記載の発光素子パッケージ。
【請求項１９】
　前記発光素子は、
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　前記第２の導電型の半導体層と前記活性層との間に配置され、ＡｌｘＧ１－ｘＮ超格子
層及びＡｌｙＧ１－ｙＮ超格子層の二重層構造を少なくとも一つ有する反射層をさらに備
え、
　前記ｘとｙが互いに異なっており、前記ＡｌｘＧ１－ｘＮ超格子層と前記ＡｌｙＧ１－

ｙＮ超格子層が互いに異なる屈折率を有する、請求項１乃至１８のいずれかに記載の発光
素子パッケージ。
【請求項２０】
　前記活性層は、井戸層と障壁層のペア構造を少なくとも一つ有し、
　前記反射層のバンドギャップエネルギーは、前記障壁層のバンドギャップエネルギーよ
りも大きい、請求項１９に記載の発光素子パッケージ。
【請求項２１】
　ｙはｘよりも大きい、請求項２０に記載の発光素子パッケージ。
【請求項２２】
　０．２≦ｘ≦０．３であり、０．３≦ｙ≦１である、請求項２１に記載の発光素子パッ
ケージ。
【請求項２３】
　前記反射層は、第２の導電型ドーパントによりドープされている、請求項２２に記載の
発光素子パッケージ。
【請求項２４】
　前記第２の導電型の半導体層は、ＡｌＧａＮよりも高い電気伝導度を有する物質で形成
されている、請求項２３に記載の発光素子パッケージ。
【請求項２５】
　前記第３の拡散層は、前記発光素子から分離して配置されている、請求項１７に記載の
発光素子パッケージ。
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